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１．概要（Summary） 

青色 LED 薄膜の異種基板への転写プロセスの検討を

行った。母材基板である Si 基板上にエピタキシャル成長

した窒化ガリウム（GaN）層を島状に加工し、Si 基板を露

出させるための加工条件を調べた。エッチングマスクとし

て SiO2膜を使い、エッチングガスとしてCl2ガスとN2ガス

を使った Inductive Coupled Plasma(ICP)エッチングで、

SiO2 マスクと GaN のエッチング選択比が約 6 の良好な 

エッチングを得た。 

 

２．実験（Experimental） 

プラズマ CVD（PECVD）装置を使って GaN/Si エピタ

キシャルウエハ上に SiO2 膜（～1µm）を形成した。フォトリ

ソグラフィープロセスでは、レジストの露光にマスクレス露

光装置を使用した。エッチング装置（RIE SiO2 用）を使っ

て SiO2 膜をエッチングし、GaN エピタキシャル層のエッ

チングマスクを形成した。エッチングガスは CF4 とH2 を使

った。エッチング装置（ICP poly-Si ゲート用）を使って、

SiO2膜をエッチングマスクとしてGaNエピタキシャル層を

島状にエッチング加工し、Si ウエハを露出させた。エッチ

ングガスは Cl2 と N2 を使った。ガス流量は Cl2、N2 共に

20sccmとした。圧力は 0.5Torr、ICPパワーと基板バイア

スはそれぞれ、400W, 100Wで行った。SiO2マスクのエッ

チング量、GaN エピタキシャル層のエッチング量とエッチ

ング形状は走査電子顕微鏡を使って評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に SiO2 マスクと GaN エピタキシャル層のエッチ

ング量のエッチング時間依存性を示す。Fig. 2に示したよ

うにSiO2マスクのエッチング速度は約0.1µm/分、GaNエ

ピタキシャル層のエッチング速度は約 0.6µm/分で、SiO2

マスクと GaN エピタキシャル層のエッチング選択比（エッ

チング速度の比）が約 6 と良好なエッチング選択比を得

た。 

Fig. 2にGaNエピタキシャル層の ICPエッチング後の

SEM像を示す。図２に示すように、GaNエピタキシャル層

の良好なエッチング断面形状を得た。 
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Fig. 1 ICP etching rate for SiO2 mask and GaN 

 epitaxial layer 
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Fig. 2 SEM image of cross section of GaN epitaxial  

layer island after ICP etching 
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